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１．はじめに 我々は単⼀磁束量⼦論理回路の
設計にセルライブラリ CONNECT [1] を使⽤
している。これまで，⾯積が⽐較的⼤きい NOT
ゲート（80 m×80 m）について，⾯積を 1/4
（40 m×40 m）に縮⼩する構造（Fig. 1(a)）
を提案し，実験により動作を確認した [2]。た
だし，そのバイアスマージンには改善の余地が
あった。本報告では，NOT ゲートの再設計，
および複数の⼊⼒を有する否定論理ゲートへ
拡張した結果について述べる。 
２．NOT ゲートの再設計 再設計した NOT
ゲートの等価回路を Fig. 1(b)に⽰す。接合 J7

を追加することでバイアスマージンが±20%
から±31%に拡⼤した。構成素⼦数増加により，
セル⾯積は 80 m×40 m となった。 
３．多⼊⼒否定論理ゲートへの拡張 NOT ゲ
ートの⼊⼒部にコンフルエンス・バッファを接
続することで，2 ⼊⼒ NOR ゲートとなる。セ
ルサイズは 80 m×80 m となった。 
４．実験 Nb 集積回路を⽤いて NOT および
NOR ゲートの動作を低速（クロック周波数
1 kHz 程度）で測定し，正常動作を確認した。
NOR ゲートの動作波形を Fig. 2 に⽰す。 
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Fig. 1: Equivalent circuits. Toggle storage 
loops are indicated by hatched areas.  
(a) Previous 6-junction NOT gate.  
(b) Redesigned NOT gate comprising  
7 junctions. (c) 2-input NOR gate based 
on a 7-junction NOT gate.  
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Fig. 2 Experimental operation waveforms for 
a 2-input NOR gate. 
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